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【目的】4H-SiCデバイスを得る為には、4H-SiCに対応したデバイスシミュレータ用のパラメータを決
定する必要がある。そこで、Al-doped 4H-SiC薄膜におけるアクセプタ準位及び正孔移動度のアクセプ
タ密度依存性について調べる。 
【実験方法】3 mm角の n型 4H-SiC基板上に作製した Al-doped 4H-SiCエピタキシャル膜を低温から
昇温しながら van der Pauw法による Hall効果測定を行った。 
【実験結果】図 1 にアクセプタ準位のアクセプタ密度依存性を示す。測定より得られた正孔密度の温度
依存性を、当研究室で提案している Free Carrier Concentration Spectroscopy(FCCS法)1)を用いて評価

を行った。ここで、低濃度、中濃度では Fermi-Dirac分布関数を用い、高濃度ではアクセプタの励起状
態を考慮した分布関数を用いた1)。 
 正孔移動度の高温側での温度依存性

-αT のαは、2.7～3.1であった。 
【参考文献】1) H. Matsuura, K. Sugiyama, K. Nishikawa, T. Nagata, and N. Fukunaga: 
 J. Appl. Phys. 94, 2234(2003)  
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Fig.1  Acceptor-density dependencies of
          acceptor levels
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